Gleichstrom-MeBwerte

Type DC-Measuring Values

Wechselstrom-MeBwerte
AC-Measuring Values

Grenzwerte
Max. Ratings

bei typmp = 25°C

pnp-Flachen- | “Uce = 6V
lacqen g« = 05mA
transistor for | U - 20mV
ZF-Verstarker _I BE 15 mA
10,7 MHz e - k
-l

AF 105

CBo 3 uA
bei -Ugp = 6 V

pnp-Junction |
Transistor for
|F-Amplifier

at 10.7 Mc/s

Grobe 20a
Qutlines 20a

IR

f=10,7 MHz, -Ugg =6 V, -lg=05mA, t, ;= 25°C
Emitterschaltung - Emitter grounded

KRel® - = 7908
ie

CBE ie

(E) L =

Ire
[ Cre = 22pF
ISIE® Iyl = 175 mAN
€ o = 25
RiE - = @k
oe
COE oo = 27 FF

Grenzfrequenz - Cutoff frequency
fm’) = 30 > 12 MHz

75 pF

i 70 kQ

0

*) Die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstar-

kungsfaktor g =1 ist.
The operating frequency at which the current amplifi-
cation factorp=1.

—UCE= 15V
beiRgp=10kQ

UBEo
=08V

L-lg = 10mA
| Po+EY

30 mW

t 75°C
1) bei

tamp = 45°C
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tamp = 45°C
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+ Emitter-
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Type Gleichstrom-MeBwerte Wechselstrom-MeBwerte Grenzwerte
8_3. DC-Measuring Values AC-Measuring Values Max. Ratings
OC 622 |beitymy = 25°C f=1kHz, t, =25°C, -Ig=2mA ~Ugp= 15V
pnp-Submin- Collectorrestspannung Emitterschaltung Basisschaltung Ee' Rpp=2002
Flachen- Cutoff collector voltage Emitter grounded Base grounded BE0= 8V
transistor for UQB =0 bz.w. Ueg=Upg | -Uog =1V “Uep =1V | p 1)
NF-Anfangs- | % =10 18t “Ugrest | kRo(®) hig = 0704.10ke (R hy = 200 | Foun’ 0 mw
| m
tofom oS 15 mA 2EmV DB hg= BU.INXI04 DT by =gxi04 | - 30m
o et 5mA 20mV (B hy = 40(20..50 a hy =095 | T
gerdton 0,5mA 130mV | [G;(E) hy,= 80 (40...100) u$ (0.95..0.98) | 1) poi
Collectorreststrdme 1Ce (E) Yie ~ 140925 mS G hg, = 19uS tamp =45°C
pnp-Submin | Cytoff collector currents CLE) yro = 08105..1818S 1 Gy yyy, = 50mS i Collector-
Junction bei -Ug =3V S vi= S2M44.60mAN G yy = 41uS | Eminer
Transistor for -lgo “lepo = 3< 10pA kGi(E) Yoo = 40 1(25...55) uS S v = 82mAN | yerlyst-
AF-pre- -lge’ ~leeo = 100 <400 pA F = 5§<10d8B kGi Yop = 40uS leistung
amplifiers, =lok ~lepk = 12 < 50 pA | Grenzfrequenz - Cutoff frequency at
e.g.in Emitterschaltung Basisschaltung tamp =45°C
hearing aids Emitter grounded Base grounded | Collector-
fg*) = 14 kHz fg*) = 500 kHz | ; E{ni?fﬁr-
| sipa n
Leistungsverstérkung « Power gain ssipatio
G = 38.42dB |
*) Die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstar- |
kungsfaktor auf das 0,7fache seines Wertes bei
1000 Hz abgefallen ist.
Grébe 19 The operating frequency at which the current amplifi-
Outlines 19 cation factor drops to 0.7 of its magnitude at 1,000 ¢/s.




6el

0C623

pnp-Submin-
Flachen-
transistor

mit geringem
Eigenrauschen
for
Anfangsstufen
hochwertiger

NF-Verstéarker,

z.B.in
Horhilfe-
geréten

pnp-Submin
Junction
Transistor
with low noise
factor for
pre-amplifier
of high-class
AF-Amplifier,
e.g.in
hearing aids

Grobe 19
Outlines 19

b =25°C
Collectorrestspannung -
Cutoff collector voltage

bei t,

UCB =0 bzw. UCE UBD
bei -1g ist -Ugpest
15 mA 250 mV
5mA 195 mV
0,5 mA 115 mV
Collectorreststréme
Cutoff collector currents

bei -Ug =3V
-lgo 'lcbo = 4< 8pA
160" ~logg =200 <750 pA
gk lopp = 15 <100 pA

f=1kHz, =25°C,

tamb -lg=2mA

Emitterschaltung Basisschaltung
Emitter grounded Base grounded
Ugg =1V Ugg =1V
kRe (E) hjg = 0,9 10,4..2,5) ka kRe hip = 1V Q
DE) hy= 7(4.11x10~* D hy =8x104
B hte = 50(20...150) o  hp =098
1G; (B) hyo = 861(40...140) uS (0,95...0,994)
kGe By = 1,1 (04..2,5 mS 1G; hop = 1.7 S
Gr,(B) vy, = 0,7 (0,4...1,8) uS kCe Yip = 53 mS
SE) vyg= 8&UA.TOMAN Gp vy, = 46puS
kG (B) Yo = 44 (25...72) pS S Yip = 52 mA/V

= 3<5dB kCi Yop = 44nS

Cutoff frequency
Basisschaltung
Base grounded

Grenzfrequenz -
Emitterschaltung
Emitter grounded

fB*) = 12 kHz fg®) = 1,1 MHz
Leistungsverstarkung « Power gain
38...48 dB

G =
*) Die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstéar-
kungsfaktor auf das 0,7fache seines Wertes bei
1000 Hz abgefallen ist.
The operating frequency at which the current amplifi-
cation factor drops t0 0.7 of its magnitude at 1,000 ¢/s.

Ugg=15V
beiRgp=200Q
UgEo
= 8y

PorEY

30 mW

75°C
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" verlust-
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Type Gleichstrom-MeBwerte Wechselstrom-MeBwerte Grenzwerte
by DC-Measuring Values AC-Measuring Values Max. Ratings
g
OC 624 |beityy, =25°C f=1kHz, t,p =25°C, -lg=2mA Ueg= 15V
np-Submin. | Collectorrestspannung Emitterschaltung Basisschaltung beiRpp =200
?I&?:hen- Cutoff collector voltage Emitter grounded Base grounded BEo_ sV
transistor fir UC.B‘= 0 bz.w. Uer =Upg | -Ucp =1V Yop =1V P R}
bei -I ist -U R (E) hyy = 1,21(09...2,5 k@ R, hy = 19@ C+E
NF-Endstufen Y Crest | LkTe ie k% 'ib = 30 mW
Mot 15 mA 20mV DB he= 7@.IxI04 D hy =7xi04 | 7320
Letstong, z. B 5mA 10mV  [B hy = 65(50..150) o hy =095 i
inHoe S 05 mA M0mV |G (E) hyy= 9555...140) uS (0.98..0,994) | 1) poi
gerdten Collectorreststrome 1Ce (E Vie i 08 (0411 mS 4Gy hgy, j 1.5uS tamp =45°C
utoff collector currents Cr,(E) yrg =0,52(04...1,0) uS kCe Yip = 53 mS Collector-
Cuto!
pnp-Submin | e Y, =3V SE yp= 5205170 mAN Gy, yy, = 51pS + Emitter-
Junction | _(f = 4< 9ua|kCiB) Vo= 81 (2.72pS S yp = B2mAN | oy
Transistor for | G0, _1¢b0 WM F =" 5<10dB G; yop = 51 nS :
ransistor for -lge’ ~loeo =300 <750 uA k¥i Yob leistung
low power ~lok -leprk = 20 <100 pA | Grenzfrequenz - Cutoff frequency at 3
AF‘S"C'QQSI Emitterschaltung Basisschaltung tamp =45°C
e.g.in Emitter grounded Base grounded Colle’ctor-
hearing aids fg*) = 11 kHz fu*) = 700 kHz + Emitter-
dissipation
Leistungsverstdrkung « Power gain
G = 38.42dB

Grobe 19
Outlines 19

*) Die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstar-
kungsfaktor auf das 0,7fache seines Wertes bei
1000 Hz abgefallen ist.

The operating frequency at which the current amplifi-
cation factor drops to 0.7 of its magnitude at 1,000 ¢/s.




